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Die f olgonden Angaben sind den vom Annttelder efngereiehten Unterlegen entnommeti 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
@ Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten-Schattungsebenen 
@ Die Erfindung bezieht sfch auf ein Verfahren zur Her- 

stellung einer oder mehrerer Oberetnanderliegender Lci- 

terplatten-Schaltungsebenen auf einer Unterlage, z. B. 

auf einem "Multllayer^-Leherplattenelement. 

ErfindungsgemaB wfrd zur Herstellung der Schaltungs- 

ebene zunachst eine Harzschlcht ganzflfichig aufgebracht 

und geeignet lithographisch atrukturierl AnschUefiend 

wird in den ZvWschenraumen der Harzschlcht (2) selektiv 

MeUU material aufgewachsea um dieSchahungsebenerv 

Metallschicht (5) zu bilden. Diesa Bildung der Schattungs- 

ebene (6) kann unter Zwischenfugung ciner Matalllsie- 

rungskelmschlcht fQr stromloses Plattieren dircki auf der 

Unterlage oder altemativ unter Verwendung einer Uber- 

tragungfitechnlk zunachst auf einem Mataltfolientrager 

(la, 1 b) erfolgen, von dem si'e dann auf die Unterlage "up- 
m side-down* ubertragen wird. 
^ Verwendung in der Leiterplattenherstetlung. 
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Beschreibung werden, daB sie der gewiinschten Meialldicke entsprichl 

Oder jedenfalls der Unterschied geringcr isi als die Metall- 
Die Erfiodung bezieht sich auf ein ^ferfahren zur Herstel- schichtdicke. Dadurch ^gibt sich eine gleichmaBigere To- 
lung einer oder mehierer iibereineinanderliegcnder Leiter- pologie, die cinfacher mil einer nachfolgenden Preprcg- 
platten-Schallungsebenen auf einer Unteriage. Die Unier- 5 schicht Oder einer anderen Klebefolienschicht planarisiert 
lage kann insbesondcre aus einer Lciterplatle bcstelien, auf werdeo kann, als dies bci der hericommlichcn Technik nut 
der beieils eine oder mehrere ubercinanderliegcnde Schal- frei auf der Uolerlage aafgebrachtet, strukairierter Melall- 
tungsebenen gebildet worden sind und auf der nun die wei- schicht moglich ist 

tere Schaltungsebenc aufgebracht wenden soD. Derartige Beim Verfahien nacb Anspruch 1 wird die Schaltungs- 
Leilerplalten mit niehr«ren Qbereinandcriiegenden Schal- to ebene direkt auf der Uot^lage gebildet. Um das selektive 
lungsebenen weiden hSufig auch als •'MuWlayer" bczeich- Aufwachsen der Mctallschicht zu ennoglichen, wird vor der 
Qgt^ Harzschicht eine durnie, herkommliche Metallisierungs- 

Zum Aufbringen dner Schaltungsebenc, dL h. einer keimschicht aufgebrachi, die z. B. PaUadium-Metallisie- 
ScWcht. die cine su-ukturierte, clektrischc Schaltktwsc bil- rungskeinie beinhaltet, dine daC sie eine elekUrisch Icitcndc 
dcnde Metailisicrung beinhallei, auf einex Ldterf^ttenun- 15 Schicht bildet. Nach dem Enlfemen der Harzschicht in den 
terl2«e ist prinzipicU zwischen der sublraktivcn und der ad- zu metallisierenden Bereichen kann die MetaUschichl selek- 
ditiven T^nik zu unterscheiden. Be! der subtraktiven tiv auf der dann doit freitiegenden Metallisierungskeim- 
Technik wird auf die Unteriage ganzflachig cine Mctall- schicht dutch slroniloses Plaltieren gebildet werden. 
schicht aufgebracht. die dann lithographisch stnikluriert Das Verfahren nach Anspruch 2 verwendet eine Ubertra- 
wird indemeindariiberliegendesResisimustererzcugtund 20 gungstechnik, auch "UpsideKiown"-1bchnik bezcichnet, bei 
die Metallschicht in den freigelassencn Bereichen weggeaizt der die iSchaUungsebene zunSchst auf einem Meiallfolien- 
und anschlieBend das Resistmustcr entfcmt wird. Bd der trSger gcbUdet und dicsa Aufbau dann mit der Schallungs- 
additiven Ibchnik wird herkomndicherwelse auf der Unter- ebenenscile "upside-down" mil der Unteriage verbunden 
lage durcb Lithogr<»phie ein Resislrausier erzeugt, wonach wird. AnschlieBend wird der Metallfolientragerenifemt, um 
eine Metallschicht selektiv in den freigelassencn Bereichen 25 die nun auf der Unteriage haftende Schaltungsebene freizu- 
gebildet wird, z.B.durchgalvanisches Oder sux)mloses Plat- Icgen. Bei dieser \fargehenswcise ist w^en des metalh- 
tieren in einem Meiallisierungsbad. AnschlieBend wild das schen Tragers kdne Mctallisicrungskcinischicht erforder- 
Resistmustcr enlfemt. In beiden FaUen iiegi am Hnde auf lich, wobei die Bildung der selektiven Metallschicht tlir die 
der Unteriage eine strukturierte Meullschicht als Schal- Schaltungsebenc in diesem FaU auch durch galvanisches 
tungsebene vor, auf die dann bei Bedarf cine Isolations- 30 Plattieren in einem MetalUsi^ngsbad cifolgcn kann, da als 
schichU z. B. eine dielekirische Schicht, aufgebracht wird, Untergnindcineeiektrisch leitende Schicht in Fbnn des Me- 
um sie von einer weiieren aufr.ubringenden Schaltung??- tallfolientragers vorliegt. 

ebene zuisolieren, wobei an gewiinschten SteUen durch ent- Vorieiihafte Weiterbildungen des Verfahrens nach An- 
sprechend in die Isolalionsschichi eingebrachte Durchkon- spruch 2 sind in den Unteransprik:hen 3 bis 8 angegeben, 
takte eleklrische Verbindungen zwischen den ubereinander- 35 GemaB Anspruch 3 ist ein mehrlagiger Meiallfohentrager 
liegenden SchaUungsebenen erzeugt werden kOnnen. Die mil wenigstens zwci Folienschichlen votgesehen, die durch 
Isolalionsschichi kann z. B. von einer ini B-Zustand als so- Abzi^en voneinander I6sbar sind Das Enifemen des Me- 
genanntes Prepreg aufiaminicrien Harzschicht gebildet sein. tallfolienu^ers kann daher bis auf die direkt an die Schal- 
Eine Schwierigkeit ist hierbei. daB das Harzmaterial einer- tungsebene angrenzende FoHenschicht durch diese Abzieh- 
scits ausreichend fest sein sollte, um als Schicht gehandhabt 40 technik erfolgen. Die verbliebene FoHenschicht wird dann 
weiden zu konnen, und andererseits die Zwischenraume durch Wegatzen entfemt In weiterer Ausgestaltung dieses 
zwischen den Leiterbahnen der strukturierten Metallschicht erfindungsgemaBen Verfahrens wird geinaB Ansprudi 4 je 
mOgiichst hohlrawnfrei ausfaUen und sich gut haftend mit eine Schalningsebcne auf jeder der beiden Seilen des mehr- 
den angrenzenden Schichlen verkleben sollte. lagigen Metallfolientragers gebildeL Auf jede SchaUungs- 

Der Erfindung Uegt als technisches Problem die Bereit- 45 ebene kann dann "upside-down" dne zugeWJnge Unteriage 
stcllung cincs Verfahrens dor cingangs gcnannicn Art zu- aufgebracht werden, wonach der Mctailfolicntragcr cntlang 
grunde, mit dem eine jeweUige Leiterplatlen-Schaltungs- der Trennlinie zwischen zwei seiner Folienschichlen durch 
ebene mit vetgleichsweise geringem Aufwand auf einer Un- dieses Abadchen aufgetrennl wird. Auf diese Weise kann si- 
teriagc h^cslelil werden kann, ohne daB die Notwendig- multan je eine Schaltungsebenc auf zwei Unteriagen erzeugt 
keil bcsleht, Zwischenraume zwischen Leitenden Bereichen so werden. Vortcilhaft ist es, cinen MetallfoUentrager, wie nach 
derSchallungsebcncnachlraglichmitlsolationsmalcrialfDl- Anspruch 5 votgesehen. mit einer dickeren Folienschicbt 
len zu mussen, auf sich einsdUg oder im Fall der siinultanen Schal- 

Die Erfindung lost dieses Pioblein duicb die Bereitslcl- lungsebenenbildung beidseitig je cine dunne. abziehbare 
lung eines Verfahrens mit den Mericmalen des Anspruchs 1 FoUenschicht befindel, zu verwenden, da dann der groBere 
Oder 2. Bei diesem Verfahien erfolgt die HersieUung der 55 Teil des MetallfbUentragers in Form der dickeren Fohen- 
Schaltungsebenc charakterislischerweise untcr Aferwendung schicht duich Abziehen entfemt wenien kann und nur die 
einer lithographisch smikturierbarcn Harzschicht, die auf diinnere Folienschicht abge§lzt wetden niuB. 
die Unteriage aufgebracht und dann so strukturiert wild, daB Bei dem nach Anspruch 6 wdtetgebildeteo Verfahren 
sie nur in den rncht leitenden Bereichen der herzustellenden werden vor dem Zusammenfiigcn des Metailfoliwiirager- 
Schalmngsebene stehen bleibt und dort ein bleibendes, iso- 60 Schichtaufbaus mit der Unteriage auf der Schaltungsebene 
licrendesFiiainaterialbildeLDicfreigelegtenBereichewer- mit der stehengeblicbcncn Hatzschichtslruktur cme oder 
den selektiv metalUsiert, um die Metallschicht fiar die Schal- raehrere weilere SchaUungsebenen aufgebracht. So kann auf 
tungsebene zu eizeugen. Diese addiri ve Metallisierung kann dem MelaUfolientrager ein- oder beidseilig jeweils ein Auf- 
insbcsondere duich galvanisches oder stromloses Platiiercn bau aus mehreren Schaltungsebenen voigcfertigt wwden. 
in einem Metallisiemngsbad erfolgen, was dementsprc- 65 der dann auf die zugehorige Unteriage tibertragpn wird. 
chend einen elektrisch leitenden oder Metallisierungskeimc Beim nach Anspruch 7 weiteiigebildeten Verfahren ban- 
bereiLsiellenden Untergrund erfordcit. Da die Harzschicht- ballet das Obertragen des auf dem MeLallfolientr5ger gebil- 
dicke frei wahlbar ist, kann sic insbcsondere so gcwahlt d^n Schaliungsebenenaufbaus auf die zugehonge Unicr- 
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lage die ZwischcnfUgung einer Prepceg- oder Klebefolieo- 
schicht und cin anschlie8cndes Verpressen dieses Aufbaus, 
so daB mit relativ geringem Aufwand eine zuverlSssige Haf- 
tUDg des Schaltungsaufbaus auf der Unterlage erzielt wird. 
Die Pteprcg- oder Klebefolienschicht kann gleichzeidg als 
isolierendc, dielektrischc Schicbt fungieren. 

OemaB Ansprucb 8 kann die selektive Bildung der Me- 
tallscbicht wahlweise durch galvanischcs oder stromloses 
Plattieren in cinem Metallisieningsbad erf olgen. Der elek- 
ttisch leitende, als Untetgrund diescr Metallisiening ftingie- 
lende MetaUfolienlrager erlaubt beide MetaUisierungsva* 
cianlen. 

\foneilhaftc AusfUhrungsformen der Brfindung sind in 
den ZeicUnungen dargestelit und wcfdcn naclifolgend be- 
schrieben. Hierbei zeigen: 

Fig. 1 eine schematische SchniUansicht eines zweilagigen 
Metallfolientragers, 

Fig. 2 den MeUUfolientrager von Fig. 1 nach Aufbringen 
einer Harzschicht, 

Fig, 3 den Aufbau von Fig. 2 wahiend eines lidiogiapbi- 
schen Belichtungsschrittes, 

Fig, 4 den Aufbau von Fig- 3 nach cinem EntwickLungs- 
schritt. 

Fig. 5 den Aufbau von Fig, 4 nacb selekiiver Mctall- 
schichtbildung^ 

Fig. 6 den Aufbau von Fig. 5 mit auilaminierter Unto:- 
lage. 

Fig. 7 den Autbau von l<lg. 6 bcim Abziehen einer ¥o- 
lienschicht des Melallschichtlragers, 



feitigenden Schaltungsebene entspnchl, 

Nach dem T^ocknen wird die Harzschicht 2 mit dem fur 
die zu feitigende Schaltungsebene gewunschten Schaltmu- 
ster belichtet. Dazu wird, wie in Fig. 3 gezeigt, auf die ge- 
S irocknete Harzschicht 2 eine Glas- Oder Blmvorlage 3 auf- 
gdcgU die das gcwunschtc Schaltmuster in Form von fur 
UV-Licht undurchlassigen Bereichen 3a und durchlassigen 
Bereichen 3b tragi. Dann wird die Harzschicht 2. wie in Fig. 
3 gczeigi, durch ganzfiachiges Einstrahlen von UV-Licht 4 
10 aufdieVbrlage 3 belichtet. 

to gezeigien Beispiel wird ein Harzmaterial vom litho- 
graphiscb negativen TVp angenonunen, so daB nach dem auf 
die Belichtung foigenden Entwicklungsvotgang die Harz- 
schicht 2 in denjenigen Bereichen entfemt wird. die beim 
15 Belichien von den lichtundurchliissigen Bereichen 3a der 
Vorlage 3 abgedeckt wurden und daher unbelichiet blieben. 
In diesem Fall eines negativen Harziyps entspricht folglich 
das Muster lichtundurchlSssiger Bereiche 3a auf der \brlage 
3. dem Leiterbahnmuster der zu fertigenden Schaitungs- 
20 ebene. Ffe. 4 zeigl den nach dem Entwickeln eriialtenen 
Aufbau mit der stnikuiriertco Harzschicht 2, in welche die 
geoffiictcn Bereiche 2a cingebiacht sind, in denen der Me- 
tallfolientrager, speziell dessen dUnnere Folienschicht lb, 
ftdgelegl ist. Aliemaiiv zur gezeigten \ferwendung der mit 
25 dem Schaltmuster slrukturierten ^^riage 3 in Veibindung 
mil einer ganzfiachigen UV-Lichteinsliahlung kann die 
strukturieiende Belichtung der Harzschicht 2 mittels einer 
U V-Laserdirektbelichtung erfbJgen, bei der das gewOnschte 
Schaltmuster direkt durch einen UV-Lasersirahi in die Harzr 



Fig.8denAufbauvonFte.7nachkompleltemEntfcm^ » schichl 2 geschncbcn wird, so daB keinc Vorlage als Bclich- 



des MetaUschichttragers, 

Ffe.9 einen Aufbau entsprechendFlg. 6, jedoch mitbeid- 
seits eines Metallschichttragers gebildcten Schallungsebc- 
ncn und jeweils auflaminierier Unterlage bei beginnendem 
Auftrennen des Metallschichllragers und 

Fig. 10 eine schematische Schnittansicht einer Unterlage 
mil darauf direkt gebildeier Schaltungsebene. 

Die Fig. 1 bis 8 illustrieren aufeinanderfolgende Hersiel- 
luGgsstufen einer ersten \ferfahrensvarianie zur Herstellung 
einer Leiterplatten-Schaltungsebene auf einer zugehSrigen 
Unterlage gemSB einer Obcrtragungstechnik, bei der zu- 
nSchst auf einer Seite eines Metallfolientragers die Schal- 
tungsebene vorgefertigt und dann auf die zugehcHige Unter- 
lage Ubertragen wird, wonach dann der Metallfolientrager 
entfemi\nrd.Dabei zeigtFIg. 1 in einer schemalischen und 
ausschniUwciscn Schnittansicht den in dicscm Beispiel ycr- 
weodeten, zweilagigen Metallfolientrager 1, der aus einer 
dickeren Rjlienschicht la aus Cu oder Al mil einer Dicke 
vorzugswdsezwischen 50 pm und 150 jim und einer diinne- 



tungsmaske noiwendig ist. 

Nach dem vollstandigen AushSrten der entwidcellen. 
slrukturierten Harzschicht 2 wird der Aufbau von Fig. 4 in 
ein galvanisches oder altemativ in ein stromlos arbeitendes 
35 Metallisierungsbad eingcbracht, welches das Schaltebenen- 
melail. z. B. Cu, in ionisierter Form enthalL B« Wahl eines 
galvanischen Metallisierungsbades wird an den eleklrisch 
leilcnden Metallfolientrager cine entsprechcnde Metailisie- 
rungsspannung angelegt, d. h., der Metailfc^ientrager dient 
40 als Stiomzufiihrung zu den harzfreien, zu metallisierenden 
B«eichen 2a. Wic fiir diese selektive, additive Metallisie- 
rungsifichnik dem Fachmann gelSufig, laBt sich auf diese 
Weisc mit gecigneter Einstcllung d^" Metallisierungspara- 
meter eine gleichmaBige Schicht aus dem im Metallisie- 
45 rungsbad enthaltenen Metal) in den frei^ Harzschichtberei- 
chcn 2a auf der dtinncn Mctallfolicnschicht lb in bclicbigcr, 
gewunschter Dicke aufbauen. Die auf der dunnen Metallfo- 
lienschichl lb verbliebenen, ausgehartcien Bcrdche der 
Harzschicht 2 verhindem an diesen Slellen die Metallisie- 



weisczwisch«.3MmundlO|m«besteht.DiebeidenFolicn. wcnn die Metallschiditchcke der HarescMchuLcte 

schkhien la, lb lassen sich durch eioftches Abriehca von- spricbt, so daU die auf diese Weise eiKugte MetaUsch chi 5 

rinander in:nneD. Sotehe MeUdlfolieDlriiger siod afci ban- wie in Fig. 5 K^^S^ J!" Oberflache ,m we^^^^^^^^ 

delsubliche Ptodukte erbaltBch. pl«nar mit der Hnrz^h.cht 2 f'^.H^^^^.^^ 

Zur Vorfenigung der l.i_.erplaU«n-SchaU«ngs*ene auf SS --^ » «e^^^^^ 



dem MetaUfoUentrager 1 wird zunachst, wie in Fig. 2 ge- 
zeigt, auf dessen diinnere Folienschicht lb eine Harzschicht 
2 aus einem UV-fotosensiblen Harzmaterial aufgebrachL 
SolcheUV-fotosensiblen Harziiiateriali^i sind sowohl vom 
' lilhographisch negadven lyp, bei dem durch das Entwickeln 
die nicht belichtetcn Bereiche enlfemt werden, als auch vom 
Uthographisch positiven TVp, bei dem durch das Entwickehi 
die belichtetcn Bereiche entfemt werden, als handelsabliche 
Produkteerhaitlich. Das Harzmaterial kann zur Bildung der 
Harzschicht 2 auf die dDnnere Metallfolienschicht lb aufge- 
gossen, aufgerakek oder miitels TVockenfilm auflaminiert 
werden. Die Dicke der Harzschicht 2 wird voczugsweise so 
gewahlt, daB sie der gewtinscbten Ldterbahnhdhe der zu 



ob^flachenplanaie, eleklrische Schaltungsebene 6, die fest 
auf der dunnen Metallfolienschicht lb hafteL Die gute Ober- 
flachenplanaiitat des iro Stadium der Fig. 5 erhaltenen Auf- 
baus edeichtert dessen weitete Verarfoeitiing. 
60 Diese bestehl im gezeigten Beispi^ darin, den Aufbau 
von Fig. 5 mit einer "upside-down" aufgelcgteo Unterlage? 
unto: Zwischenfiigung einer dOnnen Prepregschichi 8, aller- 
nativ einer andeicn KlebefoUenschicbt. zusammenzulami- 
nieren. urn die Schaltungsebene 6 .unter Zwischenfiigung 
65 der Prepregschicht 8, die nach dem Ausharlen eine isolie- 
lende, dielektrische Harzschicht bildet, auf 6je Unterlage 7 
zu ubcrtiagen, wie in Fig. 6 gezeigL Um eine ausidchende 
Verklebung raitiels der klebefSbigen Prepregschicht 8 zu er- 
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reichen, wird der gesarate Aufbau von Fig. 6 gecignet yer- 
prefiL Die Uoterlage 7 kann iosbesondere aus einem Leiter- 
plattenrohling bcstehen, bei dem uber einer TOgerschichi 
bereits eine oder mehtere Leiterplatlen-Schaltungsebenen in 
einer herkommlicben oder der erfindungsgeniaBen W«se $ 
aufgebracht worden sind. Spezicll kann die Unterlage? ein 
"Mullilayer"-Element sein, auf das die weitcre Schaltungs- 
ebene 6 aufgebracbt werden soil 

Altemaiiv zum gezeigten Beispicl kann vorgesehen sein, 
vor dem Auflaminieren der IJntCTlage 7 auf der im Stadium lO 
von Elg. 5 fertiggestellten SchaltuDgscbehe 6 eine oder wei- 
teie Schaltungsebeneo nach einer erfindungsgeniaBen Ver- 
fahiensvariaDie, we unlen zu Fig. 10 erlautert, oder einem 
hcrk&nmUchen Vbrfahren aufeubiiagcn. Dies kann bei- 
spielsw'eise dadurch geschehen, daU auf die Scholtungs- 15 
ebene 6 eine dxelektiische Schicht auflaminicrt, aufgegossen 
Oder aufgerakelt und auf Wunscb fotoKthographisch oder 
durch Laserbohren mit DurchkontakdOchem, z.B. soge- 
nanntcn Mikro-Lochem, vcrsehen winL Dann wird die di- 
elektrische Schicht einschlicBlich eventueller Durchkon- 20 
laktlOcher zur Metallisiening aktiviert und ans^liefiend me- 
tallisicru z. B. verkupfert. Die dadurch ganrflachig gcbil- 
dete Metallschichi wird durch einen heric6iiunlichen litho- 
graphieprozeB slrukturiert und bildcr dann eine weitere, 
elektriscbe Schallungsebene. Diese herk5mmliche \forge- 25 
bensweise kann je nach Bedarf zum Aufbringen weiteier 
Schaltungsebenen v«ederholt werden. Daraufhin wird dann 
auf die oberste Schallungsebene die Unterli^e analog zur 
Vorgehensweise von Fig. 6 auflaminieri. 

Es versleht sich, daB jc nach Anwcndungsfall ftir die Me- 3D 
tallschichl S auch eine von derjenigen der Harzschicht 2 ver- 
j«hiedene Dicke gewahlt werden kann, was dann zu einen) 
entsprechendcn Hohenunterschied beider Schichten 2, 5 in- 
nerhalb der Schallungsebene 6 fiJhrl, der jedoch im allge- 
meinen geringer sein wird, als bei der herkOmmlichen Tech- 35 
nik, bei welcher der Hohenunterschied in diesem Stadium 
der Dicke der freistehenden Metallschichi entsprichL 

Nach dem Verpicssen dcs in Fig. 6 gezeigten Aufbaus 
und einer bei Bedarf anschlieBenden Randbeschneidung 
wird, wie in Fig. 7 gezeigt, die dickere Metallfolienschichl 40 
la von der diinneren Metallfolienschichl lb durch Abziehen 
abgeldsu wonach die dunne Metallfolienschichl lb auf die- 
ser Seite die AuBenlage darstelU. Diese wird cfann in her- 
kommlicher Weise durch einen ganzflSchigen Atzvoigang 
weggeStzi, wofUr wegen der geringen Dicke dieser Folien- 45 
schicht lb cin kurzcs, sogcnanntcs "Flash'-Alxcn gcniigL 
Das auf diese Weise bewirkte Entfemen des Mctallfolien- 
tragers ist folgiich aufgiund von dessen zweilagiger Gestal- 
tung mil rclativ gedngem Aufwand verbunden. Die dunne 
Folienschicbt lb ist gcrade so dick gewfihlu daB sie die auf 50 
ihr gebildete Schaltungsebene 6 beim Abziehen der dicke- 
ren Folienschicbt la zuverlSssig schulzt, wahrend die dik- 
kete Fcdienscfaicbl la so dick ist» daB die gewtinschte Siabi- 
Utfit des MetadlfolienU^ers gewahrldstet isL Da die dickers 
Folienschicbt la abgezogen wird, ist der Aufwand ftir ihre 55 
Entfemung unabhangig von ihrer Dicke gering. Insgesamt 
ist daher der Aufwand zur Enlfernung dieses zweilagigcn 
Meiailfolientragcrs im allgemeinen nterklich geringer als 
fur die Entfemung eines altemaiiv verwendbaren einlagigen 
MeiallfoUentragers, der dann in seiner gesamien Dicke weg- 60 
geatzt oder andcrweitig sukzessive abgelragen werden muB. 

Nach voUsUindiger Entfemung des Metallfolientriigers 
liegt dann das gewiinschte Ptodukt mil der auf der Unterlage 
7 hergesteUfcn Schaltungsebene 6 vor, wie cs in Fig. 8 rait 
der Schaliungsebenenseite nach unten gczcigl ist. Je nach 65 
Anwcndungsfall kQnnen Durchkoniakte in die zur Verkle- 
bung zwischengefugte, dielektrische Schrcht 8 nach einem 
heikbmmlichen \ferfahren, z. B. LascrtKihien, von der 



Schaliungsebenenseite her eingebrachi werden, umdie Me- 
tallschichi 5 der neu aufgebrachten SchaUungsebene 6 mil 
einer oder mehreren SchalUingsebenen der Unteriage 7 an 
gewunschten Slellen elektrisch zu verbindcn. 

Fig. 9 zeigt in einer schematischen, ausschnittweisen 
Schnitlansicht einen Aufbau, wie er in einem zwciien Aus- 
fuhrungsbeispiel des erfindungsgeniaBen Verfahrens ethal- 
ten wird, bei dem simultan auf beiden Seiten eines Metall- 
schichttragers je cine Schallungsebene vorgefertigl wird, die 
dann auf eine jeweils zugehorige Unterlage ubertragen wird. 
Dazu wird ein dreilagiger Metallfolientrager mit einer dik- 
keren Folienschicbt 10a, die der dickeren Folienschicbt la 
im obigen. crsten Ausfilhrungsbeispiel entsprichL und je ei- 
na: diinneren FoUenschicht 10b, 10c, die jeweils der dunne- 
ren Folienschicbt lb des ersten AusfUhrungsbeispiels ent- 
spricbt, auf beiden Seiten der dickeren Folienschicbt 10a 
vcrwendeL Beispielhaft konnen die dicke Folienschicbt 10a 
aus Aluminium und die beiden dunneren Folienschicbten 
10b, 10c aus Kupfer bestehen. Unier Anwendung der obeo 
zu den Fig. 1 bis 5 erlauterten Vorgehensweise nun nicht nur 
fur eine sondem fiir beide Seiten des dreilagigen Metallfo- 
licntragers werden dann parallel je eine Schaltungsebene 12, 
13 bestehend aus einer sirukturierten Harzschicht 14, 15 und 
dner in deten Zwischemaumen durch galvanische oder 
sttonilose Metallisiening aufgewachsenen Metallschichi 11, 
16 auf der jeweiligen diinnen Folienschicbt 10b, 10c gebil- 
deL Dabei konnen die beiden Schaltungsebenen 12. 13 ver- 
schiedene Schaltmuster beinhalten, wie gezeigU oder alter- 
naiiv dazu identisch strukturierte MetaUschichten aufw«- 



seo. 

AnschlieBend wird auf jed© derbdden Schaltungsebene*! 
12, 13 eine jeweils zugehorige Unterlage 17, IR untcr Zwi- 
schenfugung einer jeweiligen Prepreg- oder IQebefoHen- 
schicht 19, 20 auflaminiert und durch Verpressen des ent- 
slandenen, in Fig. 9 gezeigten Autbaus fest mit ihr verbun- 
den. Danach kann dieser Aufbau an den in Fig. 9 mit Pfdlen 
Tl, T2 niarkierten GrenzflSchen zwischen der dickeren Fo- 
Henscbicht 10a und der jeweiligen diinneren Folienschicbt 
10b, 10c des Metallfolientragers durch einfaches Abziehen 
aufgelrennt werden, da die dUnneren Folieoschichten 10b. 
10c auf den beiden Seiten der dickeren Folienscbicht 10a 
abziehbar haflen. Fig- 9 zeigt den FaU, daB der Aufbau an 
der Grenzflache Tl zvwschen der dickeren Fblienschidit 10a 
und dex in Fig. 9 dariibeiiiegcnden diinnen Folienschichl 
10b aufgeu?ennt wird. 

In nicht mchr gczcigtcr Wcisc werden dann die Mctallfo- 
lienschichten 10a, 10b, 10c von den beiden dutch die Auf- 
ticnnung erhalteoen Leitcrplatlenelemenien, die jewdls aus 
der Unterlage 17, 18 und der darauf verklebten Schaltungs- 
ebene 12, 13 bestehen, entfemt Dazu wird von dem in Fig. 
9 oberen Leiterplatlenelement die verbliebene, dunne Fo- 
lienschicbt 10b weggeatzt, wahrend das in Fig. 9 untere Lei- 
UsTplaUenelement, auf dem sich zunsichsL noch zusJitzlich die 
dickere Folienschichl 10a befindel, entsprechend der oben 
zu den Fig. 6 bis 8 bcschriebenen Vorgehensweise weiterbe^ 
handelt wild Die bedeuiet, daB von ihm zun^chst die dik- 
kcre Folienschichl 10a enllang der TVennsielle T2 zur diin- 
neren Folienscbicht 10c abgezogen und anschlieBend die 
verbliebene dunnere Fblienschrcht 10c weggeatzt wird. Am 
Ende werden dann zwei parallel • hergesielUe Leilerplat- 
tcnelewcote mit auf wner Unterlage aufgdsrachter Schal- 
lungsebene cih^ten. Wie im obigen ersten Ausfilhrungsbei- 
spiel kann auch hicr das jewcilige Leiierplauehelement oder 
auch schon die Unterlage ein "Multilayer" darslellen. Auch 
im ubrigen sind die oben zum ersten Vcrfahrensbeispiel er- 
wahnten Varianten in gleicher Weise fur das Verfahrensbei- 
spiel mil beidsedtiger SchalUlngsebenen-^fo^ferdgu^g auf ei- 
nem Metailfolienirager anwendbar. 
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Fig- 10 zdgt ia einer schematischen, ausschnillweisen 
SchniUansicht ein Leiterplatteneleraent mil drier Unterlage 
21, auf die geniaB. eines dritten Verfahrensbeispiels cine 
Schaltimgsebene 22 direkt aufgebracht wurde. Fur die Her- 
stellung dieses Lciterplatteneiementes wird die Unlerlage 21 5 
auf der Sdte, auf dcr die Schaltungsebenc 22 gebildet wer- 
den soll» zuniichst ganzflachig mil einer Meiallisienings- 
keimschicht 23 beschichtet* die ziir Meiallisiervuigsaklivie- 
ning dient Solche Metallisierungskeimschiditen sind an 
sidi bckannt und haben die Eigcnschaft, daS sic einerseiis lo 
Meiallatomc. z. B. Palladiutnatome, enthaltcn, die als Me- 
tallisieningskeime flir ein stiomloses PlaUiercn diencn kon- 
nen, und andereiseiis tioch cine ausreichend elekliisch iso- 
Uercnde Scliicht darsLellcn, so daB sic kcine elektrischen 
V^bindungen zwischen getrennien Bereichen einer auf ih- 15 
nen aufzuwachsenden Metallstruktur erzeugen. Auf der Me- 
tailisierungskeimschicht 23 wird dann eine slrukturierte 
Harzschicht 24 entsprechend der oben zu den Fig. 2 bis 4 
beschriebenen \forgehcnsweise gebildet Danach wird der 
siromlose Platdervorgang durch Einlauchen des Aufbaus in 3D 
ein geeigneies Meiallisierungsbad durchgefuhrt, wodutch in 
den Zwischenraumen der Harzschichl 24 selektiv dne Mc- 
tallschicht 25 aufwachst, vorzugs weise, wie gezeigt, in einer 
der Harzschicht 24 enlsprechenden Dicke, 

Auch bei dieser Verfahrensvariante wird der Vorleil er- 25 
zieli, daB die auf der Unlerlage 21 herstellte Schaitungs- 
ebene 22 dne vor der Mctallschichibiidung erzeugte uod als 
Maske fiir den Mctallisierungsvorgang dienende Harz- 
schicht beinhaiiel, so daB die Schaltungsebenc vor dem 
eventuellen Aufbringcn dn«: wdteren Schicht, wie einer 30 
auflaininierten Prepregschichl, eine deutlich gleichniafiigere 
Oberflachentopologie aufwdsen kann. als eine herkoinm- 
lich in Forn\ einer frdslehenden Metallschicht voriiegende 
Schaltungsebeoe. Zudem kornint.die Verf^rensvariante von 
Fig. 10 ohne Ubertragungstechnik aus. Ini ubrigen gelten 35 
die oben tiir die beiden ersten Verfahrensbeispiele geiuach- 
ten Ausfuhrungen flir dieses Verfahrensbeispiel entspre- 
chend. Insbcsondere kann die Unterlage auch hier aus einem 
"Multilayer" bestehen, und bd Bedarf konnen auf der erfin- 
dungsgeinaB aufgebrachien Schaltungsebenc dne oder 40 
mehrere weitcre Schaltungsebcnen in der erfindungsgemS- 
Ben Oder einer herkomnilicheo Afoigehensweisc aufgebracht 
werden. 



PatentansprUche 



45 



a) Bereilstellen der Unleilage (7) und eioes Me- 
tallfolientragers (1), 

b) Auftringen einer belichtungsstrahlungsscnsi- 
tiven HaiTSchicht (2) auf wenigstens dne Seite 
des Meiallfolientragers, 

c) lidiographisches Strukturicrcn der Harzschicht 
(2) durch Belichten mil einem Schaltkrdsmuster 
und Entwickeln zur Entfemung der Harzschicht in 
zu metailisiercnden Schaltkreisbeicichen (2a), 

d) Bilden dner SchalUingsebenen'Metailschicht 
(5) selektiv in den zu mctaliisierenden Sdiali- 
kteisbereicben, 

e) Anbringen dcr Unterlage (7) an der Schal- 
tungsebenenseite des resuilierendcn MctallfoUen- 
trager-Schichtaufbaus und Zusanunenfugen von 
Unterlage and Metallfolienirager-Schichtaufbau 
und 

f) Entfernen des Metailfolientiagers. 

3. Verfehrconach Anspruch2,weiterdadurchgekenn- 
2eich^cl, daB der Mclailfolientrgger (1) mehriagig aus 
rachteren iibereinanderliegenden, voneinander durch 
Abziehen trcnnbateo Folicnschichten (la, lb) besteht 
und der Schritt t) das Aufbnennen wenigstens zweier 
benachbarterPc^enscbichten (la, lb) durch Abziehen 
vondnander bdnhallet 

4. Veifahrennach AnspruchSjWeiterdadurchgekenn- 
zeichnet, daB die Schritte b) bis e) auf beiden Sciten des 
Meialltolientragcrs durdiefabrt werden und der 
Schriu f) das Auftrennen des MetaUfolientragcrs durch 
Abziehen wenigstens zwder benachbartcr Folien- 
schichten voneinander beinhaltet. 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, weif er dadurch 
gekennzeichnet, daB als Metallfolientriger dn soldier 
verwendet wird, der eine dickere Metallfolienschicht 
beinhaltet, auf die ein- oder beidseitig dne jeweilige 
dunnere MetallfoUenschicht abziehbar aufgebracht ist. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 2 bis 5. weiter 
dadurch gekennzeichnet* daB im AnschluB an <fcn 
Schritt d) und vor Durchfuhren des SchriUes e) auf der 
gebildeten Schaltungsebene eine oder mehrere Qber- 
dnanderliegende, weiiere Schaltungsebcnen gebildel 
w^den. 

7. Verfahren nach einem Anspriiche 2 bis 6, wdter da- 
durch gekennzeichnet, daB das Zusammenfugen im 
Schritt e) durch Veipressen unler Verwendung einer 
zwischcngcfugicn Proprcg- oder KlcbcfoUcnschicht 
(a) erfolgt 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 2 bis 7, weiter 
dadurch gekennzeichnet, daB das Bilden der Metall- 
schicht ini Schrittd) durch gaJvanisches oder suomlo- 
ses Plaitieien in einem Metallisierungsbad erfolgt. 

Hien&u 3 Seile(n) Zdchnungen 



1 . Verfahren zur Herstellung dner oder mehrerer uber- 
dnanderiicgender Ldterplatten-Schaltungsebcnen auf 
dner Unterlage, gekennzeichnet durch folgende 

. i Schritlc: ^ , ^ 

- ganzflachiges Aufbringen einer MetaJlisie^ 
ningskcimschichl (23) auf die Unterlage (21), 

- Aufbringen einer bclicfatungssirahlun^sensdli- — 
ven Harzschicht (22) auf <tie MetallisxeruDgs- 

keimschicht(23), 55 

- Uthographisches Stnikhirieren der Harzsdiicht 
(22) durch Belichten rait einem Schaltkrdsmuster 
und Ent wickeln zur Entfemung der Harzschicht in 
zu melallisierenden Schaltkieisbereichen und 

- selektives Aufwachsen von Metallmalerial in 60 
den zu mctaliisierenden Schaltkrdsbcreichen 
durch siromloses Plattieren zur Bildung dner ent- 

sprechenden Schaltungsebenen-Metallschichi / 
(25). 

2. Verfaluen zur Herstellung dner oder mehrerer Qber* 65 
einanderliegender Leiterplatten-Schaltungsebenen auf 
dner Unterlage, gekcnnzdchnet durch folgende 
Schritte: 
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